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OEM: Texas Instruments Transistor TIS63 Datasheet

NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Silect*-Gehause TIS62, TIS63, TIS64

Elektrisch dquivalent mit TI1407, T1408 und TI1409

Fiir Anwendung in AM- und FM-Empfiangern und Hochfrequenzverstirkern
Vorteile des T1S62

fr = 500 MHz min

' Ce = 20 ps max

F = 6 dB max bei 100 MHz

Mechanische Daten
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1 — Emitter, 2 — Basis, 3 — Kollektor

Diesa Transisteren sind in ein spezielles Plastik-Gehiuse eingekapselt. Das Gehiuse widersteht Lit-
temperaturen chne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-5TD-202C-Anforderungen nach Methode 1068.

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung v
Kellektor-Emitter-Spannung 12V
Emitter-Basis-Spannung av
Kollektordaverstrom 30 maA
Verlustleistung bei (oder unter) 25 *C Umgebungstemperatur (Bem, 1) 200 mwW
Lagerungstempearatur —55 *C bis +150*C
Drahtternperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehduse flir 10 s 2580 °C

Bemerhung:

1. Lineare Reduzierung auf 125 °C Tg mit 2 mW/C.

* Schutzmarke von Texas Instruments,
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Elekirische Kennwerte bel 25 °C Umgebungstemperatur

Parameter Prifbedingungen TiSa2 TISE3 TISs4 Einh.
min max min max min max
Upryceo Follektor-Basis-Durchbruch- lg=100pA, lIg=0 30 30 30 v
spannung
Upryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchs- lg=4mA, Ilg=0 12 12 12 W
spannung
Ummyene Emitter-Basis-Durchbruch- g = 100 peA, lg=0 3 3 3 v
spannung
lemo H.ollekior-Basis-Reststrom Ugp=10V, lIg=10 100 100 100 na,
hrm Statizche Stromverstarkung Ugg =10V, lg=4mA 30 20 20
[hz1el Kleinzsignatstromverstirkung Upge = 10V, lg =4 mA, 27 dB
im Emitter-Schaltung f = 455 kHz
Upe = 10V, lg =4 mA, 27 dB
f= 10 MHz
Ugg = 10V, lg=4mA, 5 18 4 18 3 18
f = 100 MHz
Ceb Kollekior-Basis-Kapazitat Ugr =10V, lg =0, 07 16 07 18 07 22 pF
f=1MHz (Bem.2)
re"Ce Keollaktor-Basis-Zeitkonstants Uge = 10V, |g = —4 mA, 20 26 32 ps
f =798 MHz
Bemerkung:
2. Dieser Parameter wird mit Emitter auf Masse gemeassen.
Betriebswerta bel 25 °C Umgebungstemperatur
Parameter Prifbedingungen TiSe2 Einh.
typ max
F Rauschfaktor Ugg = 10V, lg = 2 mA, 4 6 dB
Rg = Bmﬂ, f = 100 MHz
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Typische Kennwerte bel Ty = 25 °C

Statische Stromverstlrkung als Funktion des Kollekiorstroms
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Typische Kennwerte bel 455 kHz, Ty = 25 °C
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Typische Kennwerte bel 10 MHz, Ty = 25 °C
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|
Typische Kennwerte bel 10 MHz, Ty = 25 °C
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Typische Kennwerte bei 100 MHz, Ty = 25°C
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Typische Kennwerte bel 100 MHz, Ty = 25 °C
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Typlscher FM-Tuner mit ZF-Stufen

Transformataren

T

Radio Indusirles Nr. 18300
{od. Aquiv.)

T2  Radio Industries Nr. 18301
{od. Aquiv.)
Spulen
L1 4 Wdg. 1,3 mm@ Cu versilbert
8 mm dy, 19 mm lang
Windungsverhiltnis = % : 4
L2 4 Wdg. 1,3 mm& Cu versilbert
8 mm di, 18 mm lang
L3 1uH
L4 3 Wdg. 1,3 mm@ Cu versilbert

& mm dy, 19 mm lang

Bauteile

Widerstinde

Ri B2 kD Ri1
R2 33kQ Ri2
R3 1kQ R13
R4 18 k2 Rid
RS 27kQ Ri5
RE 1k Ri6
RT 330@ Ri7
R8 330 Q Ri8
R8 15 kR R19
R10 2,7kQ R20

Alle Widerstinde 0,5 W

und + 105 Toleranz

1 k@
120 @
330 Q
10 kQ

38 kQ
1,2 kR
120 @
330 Q
10 kS
39k

Kandensatoren
C1 10 pF

C2  30—45pF
C3 33pF
C4 0,001 uF
C5 10 pF

CB  30—45 pF
CT 0,001 uF
C8 3a3pF
C3 240 pF
C10 082 pF
C11 0,001 wF
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Ciz
€13
Ci4
€15

Ci8
ci7
Ci8
Ci8

33 pF
30—45pF
10 pF

0,001 uF |

0,01 pF
0,01 uF
0,01 uF
0,01 pF
22pF
0,01 uF
0,01 uF



